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としての再酸化窒化酸化膜を提案し，フ。ロセス条件の最適化を行うための指針を示すとともに 1M ビット EEPROM
への工学的応用に成功している。
(4) 1M ビット EEPROM に対しては，非選択ブ、ロックを利用した差動センス法， ECC 内臓などによる信頼性向上に
成功している。 2電源動作 16M ビットフラッシュメモリに関しては，分割ブロック消去法やダミーセルを用いた高
速センス法， 5V単電源動作フラッシュメモリについては，ゲート負バイアス消去法， F-N トンネリングによるフ
ラッシュプログラミング法の実証などに成功しており，その工学的応用効果を明らかにしている。
以上のように，本論文は大容量半導体不揮発性メモリの開発と工学的応用に関する多くの有用な知見を得ており，半
導体工学・電子工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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